航天科研机构2015年硕士研究生入学考试

半导体物理与集成电路试题

（本试题的答案必须全部写在答题纸上，写在试题及草稿纸上无效）
（本试题共3页，共九题，总分150分）

1、 说明下列概念或名词的物理意义（30分）

（1） 费米能级和准费米能级

（2） 非平衡载流子和热载流子

（3） 欧姆接触和肖特基接触

（4） 直接跃迁和间接跃迁

（5） 杂质扩散与载流子扩散

2、 迁移率和扩散系数分别反映什么物理过程？试证明爱因斯坦关系。（10分）

3、 P-n结电容和MOS电容特性有何区别？（10分）

4、 试分析CMOS电路产生Latch-up效应的原因，通常使用哪些方法来防止或抑制Latch-up效应？（10分）

5、 请采用组合电路方法构成一个4位全加器电路，并阐述采用什么方法可以提高该全加器的运算速度？（15分）
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